PRACTICA #6.

Amplificador multi etapa configuración emisor común con auto polarización

· Análisis del amplificador multietapa


A menudo los amplificadores se conectan en serie (cascada) ya sean uno y dos, la carga en el primer amplificador es la resistencia de entrada del segundo amplificador. No es necesario que las diferentes etapas tengan las mismas ganancias que tensión y de corriente. En la práctica, las etapas iniciales suelen ser amplificadores de tensión y la última o las dos últimas son amplificadores de corriente. La ganancia en una etapa se determina por la carga de ésta, que se gobierna por la resistencia de entrada de la siguiente etapa. Por tanto, cuando se diseñan o analizan amplificadores multi etapa, se inicia en la salida y se continúa hacia la entrada.

Los dispositivos de cuatro capas se han analizado dispositivos de dos capas (diodo) y de tres capas (transistores). El éxito de los dispositivos de tres capas, como el BJT y el transistor de efecto de campo (FET, field-effect transistor) condujo a los investigadores al concepto del dispositivo de cuatro capas. Con la capacidad de manufactura aumentada, los dispositivos de cuatro capas no presentan mayores problemas de fabricación.

· dispositivo BJt.
Es te dispositivo presenta a linealidades por lo  se vio que un transistor opera en forma lineal excepto en las regiones de corte y saturación. La operación en estas regiones o cerca de ellas provoca una reproducción distorsionada de la señal de entrada. Por tanto, se deben evitar las regiones sombreadas.

Se han analizado dispositivos de dos capas (diodo) y de tres capas (transistores). El éxito de los dispositivos de tres capas, como el BJT y el transistor de efecto de campo (FET, field-effect transistor) condujo a los investigadores al concepto del dispositivo de cuatro capas. Con la capacidad de manufactura aumentada, los dispositivos de cuatro capas no presentan mayores problemas de fabricación. 

· Ventajas y desventajas del FET

Las ventajas del FET pueden resumirse como sigue:

1) Son dispositivos sensibles a la tensión con alta impedancia de entrada (del orden de 107).Como esta impedancia de entrada es considerablemente mayor que la de los BJT, se prefieren los FET a los BJT para la etapa de entrada de un amplificador multi etapa.

2) Los FET generan un nivel de ruido menor que los BJT.

3) Los FET so más estables con la temperatura que los BJT.

4) Los FET son, en general, más fáciles de fabricar que los BJT pues suelen requerir menos pasos de enmascaramiento y difusiones. Es posible fabricar un mayor número de dispositivos en un circuito integrado (es decir, puede obtener una densidad de empaque mayor).

5) Los FET se comportan como resistores variables controlados por tensión para valores pequeños de tensión de drenaje a fuente.

6) La alta impedancia de entrada de los FET les permite almacenar carga el tiempo suficiente para permitir su utilización como elementos de almacenamiento.

7) Los FET de potencia pueden disipar una potencia mayor y conmutar corrientes grandes. Existen varias desventajas que limitan la utilización de los FET en algunas aplicaciones:

8) Los FET exhiben una respuesta en frecuencia pobre debido a la alta capacitancia de  entrada.

9) Algunos tipos de FET presentan una linealidad muy pobre.

10) Los FET se pueden dañar al manejarlos debido a la electricidad estática.

· Tipos de FET

Se consideran tres tipos principales de FET:

A) FET de unión (JFET).

B) FET metal óxido semiconductor de empobrecimiento (MOSFET de empobrecimiento)

B) FET metal óxido semiconductor de enriquecimiento (MOSFET de enriquecimiento)

Con frecuencia el MOSFET se denomina FET de compuerta aislada (IGFET, insulated-gate FET).

· Variación de la tension compuerta a fuente en el FET

El FET es un dispositivo controlado por tensión y se controla mediante vGS. 
Conforme se incrementa vGS (más negativo para un canal n y más positivo para un canal p) se forma la región desértica y se cierra para un valor menor que iD. Por tanto, para el JFET de canal n, la iD máxima se reduce desde IDSS conforme vGS se hace más negativo. Si vGS disminuye aun más (más negativo), se alcanza un valor de vGS, después del cual iD será cero sin importar el valor de vDS. Este valor de vGS se denomina VGSOFF, o tensión de estrangulamiento (VP). El valor de VP es negativo para un JFET de canal n y positivo para un JFET de canal p.

 El FET opera en esta región cuando se desea un resistor variable y en aplicaciones de conmutación. La tensión de ruptura es función de vGS así como de vDS. Conforme aumenta la magnitud entre compuerta y fuente (más negativa para el canal n y más positiva para el canal p), disminuye la tensión por ruptura. Con vGS = VP, la corriente de drenaje es cero (excepto por una pequeña corriente de fuga), y con vGS = 0, la corriente de drenaje se satura a un valor iD = IDSS donde IDSS es la corriente de saturación drenaje a fuente.

Desarrollo:
1) Simulación:
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2) AV=?
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3) Es una señal simétrica y esta desfasada 180º con respecto a la de entrada:
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4), 5) Debido al capacitor que se conecto en RE la señal disminuyo considerablemente:
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6) AV =?
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7), 8) al desconectar el capacitor de la etapa de salida se observo que la señal disminuye completamente mostrándonos la misma amplitud de la señal de entrada:
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AV = ?
Nuevamente aumenta la señal con respecto al capacitor que fue colocado anteriormente por lo que al desconectarlo aumento.

9) la señal aumento considerablemente, por la disminución del capacitor de 100μF:
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10) Cálculos  para el diseño del FET 

· CALCULOS PARA LA PRIMERA ETAPA
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· Segunda etapa
Si     
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Ahora  a partir de los datos obtenidos, por la amplificación de los TBJS tenemos que:
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Conductancia 
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SE PROONE UNA RENT DE 100KΩ.
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11) 
Como pudimos observar el uso del fet es mejor que con un transistor común, ya que el anterior mencionado (fet) se muestra con menor ruido y distorsión en la señal, y la ganancia de voltaje es mayor que en el transistor
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Cuestionario
1) ¿Cuál es el principal funcionamiento de los amplificadores multi etapa?

Amplificar al máximo pero sin distorsión.

2) ¿Cuáles  son las principales etapas del amplificador multi etapa?

A1-preamplificado que nos permite eliminar el ruido

A2-amplificador  que amplifica sin distorsión

3) ¿Qué es el FET de potencia?

En un amplificador el efecto de campo, tiene el mismo funcionamiento que el TBJ, sus terminales son drenador, compuerta  y fuente.

4) ¿en que etapa es recomendable  colocar el FET?

En la primera etapa, ya que  su impedancia  es mayor  que el TBJ; y con esto eliminamos  el ruido.

5) ¿Qué pasaría si colocamos en todas las etapas  del amplificador  un FET?

La señal se distorsionaría  debido a que su señal de salida no es simétrica.

6) ¿En que etapa es recomendable colocar un TBJ?

En la segunda etapa, ya que nos amplifica  la señal  sin ningún problema y no acumularía la distorsión  del FET.

7) ¿Qué pasaría si colocamos  en todas las etapas un amplificador TBJ?

La señal se amplifica pero no estamos libres del ruido  que se pueda filtrar.  

8) ¿En que etapa es recomendable colocar el capacitor en la resistencia RE?

En la segunda.

9) ¿En un amplificador  multi etapa? Con TBJ en configuración emisor común, que pasaría si colocamos un amplificador en paralelo a las dos resistenciasRE 
Debido a que  la señal  es amplificada  al máximo  en la primera etapa, en la segunda se distorsiona.

10) ¿Para que nos sirven los capacitares?
Para acoplar la señal de salida y poder observarla en el osciloscopio
Conclusiones individuales:
Con esta practica concluyo que dependiendo de los capacitores podemos obtener mayor o menor ganancia de voltaje en un circuito multi etapa, así como observe que los ruidos del circuito son eliminados de mejor forma teniendo una mayor amplificación de las señales y a analizar las configuraciones comunes en circuitos Existentes como son las  configuraciones usadas en circuitos de transistores. 
Cárdenas Correa Patsy Jacqueline

________________________________________________

Se pudieron determinar algunos de los ventajas y desventajas del amplificador como fueron que es más eficiente, por su ganancia, que tiene un índice de consumo menor y éste es relativo al uso que se le esté dando, ósea entre más potencia más consumo, contrario a otro tipos de amplificadores (clase A, por ejemplo), entre sus desventajas se observa que se pierde calidad cuando en el sentido que los transistores cuando intercambian el funcionamiento puede que ocurra un desfase de la señal.

En resumen pudimos demostrar la capacidad del amplificador con un generador de funciones, con una señal proveniente de un dispositivo móvil, además de las ventajas, desventajas, además de su funcionamiento.

López Camacho Jaime
_________________________________________________

Concluimos que al colocar una segunda etapa a un amplificador en emisor común la amplificación aún es mayor que en la primera etapa lo cual es de gran utilidad ya que de la misma forma se le pueden colocar amplificadores en las salidas de las etapas para amplificar las señales de salidas y así utilizarlas para fines prácticos.

Guerra Vega Rogelio

________________________________________________________
Bibliografía

· Boylestad R., Nashelky L. Electrónica teoría de Circuitos, Prentice Hall int.1992.

· Malvino. Principios de Electrónica, Quinta Edición, Mac Graw Hill, 1998.

· http://www.geocities.com/eduardo_rys/circuitos_impresos3.html
· http://electro.5u.com/links/electronica.htm
· http://www.geocities.com/tdcee/Directory.htm
TRANSISTOR 





FET





Genera mayor  en la distorsión en la salida
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Como podemos observar es mejor utilizar un FET que un transistor por la distorsión en la salida ya que es mínima
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